Merania foto-voltampérovych charakteristik, spektralnej zavislosti fotopradu a laserom
indukovanych tranzientnych pradov umoznuji vyskum povrchovych rekombina¢nych centier,
objemovych pascovych hladin a profilu vnatorného elektrického pol'a. V prezentovanej praci
boli vyssie spomenutymi metdédami skimané n-typové planarne detektory s takmer Ohmickymi
kontaktmi. Bolo dokazané, ze v pripade silne sa absorbujuceho svetla v DC rezime osvetlenia
neovplyviiuje transportné vlastnosti len povrchova rekombinacia. Musi byt’ zaratany aj vplyv
priestorového naboja, ktory vznikd ako dosledok zachytu nosiCov na pascovych hladinach.
Preto k popisu meranych foto-voltampérovych charakteristik boli odvodené nové teoretické
modely. Namerané data boli fitované novou tedriou, odkial’ sme ziskali parametre pohyblivost’
a povrchova rekombinaciu.



